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EMENTA

Radiacéo ionizante e nao ionizante: tipos e fontes. Dosimetria, ambientes hostis e protecao
radiolégica. Técnicas experimentais de irradiagcdo e de caracterizacdo. Interagdo entre a
radiacdo e a matéria, geracdo de defeitos e dinamica de aprisionamento. Simulacdo da
interacdo entre particula e a matéria. Efeitos cumulativos: dose total ionizante e danos por
deslocamento. Efeitos dependentes da taxa de dose. Efeitos de evento Unico: transientes,
estaticos e catastréficos. Qualificacdo de dispositivos para aplicacbes aeroespaciais,
hospitalares, em usinas nucleares, em aceleradores de particulas e em outros ambientes
hostis. Técnicas de aumento da tolerancia a radiacdo e de mitigacdo de danos. Efeitos da
radiacdo em dispositivos eletrbnicos avancados. Aulas teoricas e Praticas no Laboratorio de
Efeitos da Radiacao lonizante — LERI

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é demonstrar os efeitos da radiacdo ionizante em dispositivos
eletrébnicos cumulativos e de evento Unico, 0s quais, através de diferentes mecanismos fisicos,
alteram a funcionalidade de um dispositivo. Esses danos podem tanto ser de caréater
deterministicos (TID — Total lonizing Dose e DD — Displacement Damage), como estocasticos
(SEE - Single Event Effect), causados por exposi¢cdo a radiacdo eletromagnética e também
ao impacto de particulas pesadas.

METODOLOGIA ADOTADA

Aulas expositivas e no Laboratorio de Efeitos da Radiacao lonizante — LERI para realizacao
de testes de TID. Sendo oportuno, sera realizada uma visita ao Acelerador de Particulas
Pelletron, o qual possui uma linha dedicada aos testes de dispositivos eletronicos quanto ao
SEE.

RECURSOS NECESSARIOS
Sala de aula com microcomputador e Laboratoério LERI.



PROGRAMA

Introduc&o. Tipos de fontes de radiacéo, ionizante e ndo ionizante e dosimetria;

Radiacdo em diferentes ambientes hostis. Radiacdo Espacial (satélites e avides) e terrestre;
Interacdo da radiacdo com a matéria;

Interacdo da particula com a matéria;

Simulacéo das interacfes de particulas com a matéria — Programa SRIM — TRIM,;

Atividade de avaliagéo — proposta de experimento embasado em conhecimentos prévios ;
Danos por radiacdo em dispositivos eletrénicos — Uma introducéo;

Efeitos cumulativos em dispositivos — Dose total ionizante (TID)e Deslocamento atémico (DD);
Efeitos de evento Unico (SEE): transientes e permanentes;

Parametros Caracteristicos de um dispositivo;

Experimento com fonte de raios X — LERI. Aquisicéo e analise de dados experimentais;
Apresentacao e discusséo dos resultados experimentais realizados no LERI.

METODO DE AVALIACAO

Avaliacdo serd feita através de apresentacdo da proposta de um experimento e de trabalho
realizado em laboratério LERI para testes de TID. A proposta serd acompanhada de simulacao
TRIM visando um teste de SEE.
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